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Priifungsantrag gem. % 44 PatG 1st gsstellt 

® Integrierter Speicher mit Bitleitungen, Wortleitungen und Plattenleitungen sowie Betriebsverfahren fur einen 
emsprechenden Speicher 

(57) Der integrierte Speicher waist Spemhe?^ell^n (MC> euf r 
die in Krauzungspunkten von Bitleimngen (BLi), Wortlei- 
tungen <WLk) und Plattenleitungen (PLi) angeordnetsind. 
In einer ersten Betriebsart bleiben die Plattenleitungen 
(PLi) wahrend Schrelbzugriffen auf einem konstanten 
PlattenpotentiaJ (VPL). In einer zweiten Betriebsart blei- 
ben die BitleiTUngen {BLi) auf dern Plattenpotential (VPL), 
wahrend wenigstens eine der Plattenleitungen (PLi) ein 
bestimmtes Potential (VF) annirnmt, das sich vom Platten- 
potential {VPL) untersch&idet, WL0 
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Die Erfindung betrifft einen integrierten Speicher mit Bit- 
leitungen, Wbrtleitungen und Plattenleitungen sowic eir? 
eDtsprechendes Bciriebsveffahrcn fur einen entsprechenden 
Speicher. 

In dem Artikel "The Chgrge-Share Modified (CSM) Pre- 
charge-Level Architecture for High-Speed and Low-Power 
Ferroelectric Memory" von H. Fujikawa et al., in: IEEE 
Journal of Solid-State circuits, VoL32, NO. 5, May 1997, 
Seite C55 ff ist ein ferroelektrischer Speicher vom Typ Fe- 
RAM bzw. PRAM beschriebem Dies sind Speicher; die Shu- 
lich wie DRAMs (Dynamic Random Access Memories) 
aufgebaut sind, dcren Speicherzellen jedoch Speicherkon- 
densatoren mit ein cm ferroelektrischen Dielektrikum auf- 
weisen. Die Speicherzellen sind in Kreuzungspunkten von 
"Wordeituagen und Bitlcitungen angeordnet. Eine Eickirode 
dcr Spcichcrkondcnsatorcn ist mit cincm festen Plattcnpo- 
temial verbundcn. Das feste Platte ^potential iiegt in dcr 
Milte zwischen zwei Vcrsorgungspotentialen des FRAMs. 
Im Oegensatz zu FRAMs, bei denen das Plattcnpotential 
nicht konstant gchalien wird, sondem gepulst wird (soge- 
nanntes TuLsed Plalc-Konzept") wird das im genannten Ar- 
tikel beschriebeoe Konzept mit konstamem Plattcnpotentiai 
im allgeiucincn aueh als "VDD/2-Konzept" bezefchnel. 

Die l-Tran&istor/l-Kondensator-Speicherzellcn des be- 
kannten FRAMs speichern unterschicdhche logische Zu- 
stande dLirch entsprcchende unterscbiedliche Polarisation 
des ffcrroelektrischen DielekUikums ihres Speicherkonden- 
sators. Eine Becinflussung dcr Polarisation und somit des 
gespeicherten logischen Zustands dcr SpeicherzeLLe erfolgt 
nichL wenn bet Icitendem Auswahltransistor tin beiden 
Elektroden cJcs Spekherkondcnsaiors das gleiche Potential 
fjnliegt, daJJ heiBt, w<?nn iiber dem Spcicherkondensatore-n 
die Soannung 0 Volt anliegt, Um beispielswetse von mehre- 
ren Spcicherzellen, die mil dcrgleichen Wonlcitung vcrbun- 
den sind, cine auszuwahlen, auf die cin Lesezugritf crfolgen 
soli, wird in dent oben genannten Artikel besdirieben, alle 
Bitlcitungea. mit Ausnahnic der ausgcwahlten Bitleitung. 
auf das konstante Plattcnpotentiai vorzuladen. Werden die 
nicbt ausgewahltcn Bitlcitungen uber den Auswahltransistor 
dcr Speichcrzellen ruit der eineo Blektrode der Speicherkon- 
densatoren vefbunden, begt bei diesen Spcicherkondensato- 
ren an beiden Elektroden das Platlcnpotential an Und ihr 
Speichcrinhalt wird nicht beeinfluBt, Die ausgewahlte Bit- 
leitung jedoch wild aut ein vom Platien potential abweichen- 
des Potential gehracht, so dal? uber dem Speicberkondensa- 
tor der mit ihr verbundenen Spcicherzelle eine Spannung 
abfallL Dies fuhrt zu cincm I-adungsausgleich zwischen die- 
seni Speicherkondensator und der ausgew Allien Bideitung. 
durch welchen das Potential der ausgewahlten Bitleitung in 
Abhiingigkeit des Polarisationszustands des Speicherkon- 
densalwrs unterschiedlich beeinfluBt wird. Ein Lcseverstar- 
kcr verstarkt die auf dicse Weise ausgelescne logische Infor- 
mation. 

Auch b«i einem Selireibzugriff auf den besdiricbcnen 
Speichcr werden diejenigen Bitlcitungen auf dem Plattcnpo- 
lential gchalten, aut deren Speieherzellen nicht zugegriffen 
werden soil Dagcgea wird vom Lcse vers tar ker das Poten- 
tial der jeweits ausgewalilten Bitleitung, deten Speicherzelle 
beschrieben werden sotL auf ein entsprechendes S chreibpo- 
tential gebracht, das sich VOttl Plattenpotential unLcrschei- 
deL Zum Einschrciben eincr logischen Null wird die ausge- 
wahlten Bideitung beispielsweise auf Masse entladen und 
zum Einschrciben ciner logischen Eins wild sic auf den 
Wert des positiven Versorgungspotenrials gebracht. 

Bei bestimmten An wend un gen. bei spiels weise in einem 
Testbetricb, ist es Crforderlich, in cine groBe Anzahl von 



SpeicherzclleD die gleiche Information einzuscbreiben. Ein 
einfacher Spcichcrtest kann bcispielsweisc vorsehen, in 
samtliche Speicherzellen rane logische Bins einzusclircib«n 
und diese anschlie&end wider au^TU lesen. 
5 Um eincn derartigerj Test bei dem im obengenannten Ar- 
tikel bescbriebenen Speicher durcbzul'Qhren, rntissen alie 
Speicherzellen nacheinander beschrieben werden, da gleich- 
zeitig immcr nur eine der WbrUeituagen und cine der Biflei- 
tungen und damit nur eine in dercn Kreuzungspunki befind- 

10 ticbe Spcichcrzelle ausgewahlt werden kann. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eincn inte- 
griecten Speicher anzugeben.'bei dem eib glcicHzeitigesEin- 
schreiben derselbcn logischen Information in mehrcre Spei- 
cherzelle n auf ei nfachere Weise erfolgt. 

15 Diese Aufgabc wird mit einem integrierten Spcicher ge- 
maJ3 Patcntanspruch 1 sowic mit einem Betriebsverfahren 
fur cincn integriericn Speicher gemaJJ Patentanspruch 8 ge- 
losL Vortcilhaftc Aus- undWcitcrbildungcn dcrErQndungcn 
sind Gcgenstand abhSngiger Patentanspriichc. 

20 Dcr erfindiingsgemaBe integrierte Speicher hat eine ersic 
Betriebsart. Und cine zweite Bclriebsart, In dcr era ten Be- 
triebsart wcisen die Plattenlcitungen ein konstantcs Platten- 
potential auf und die Bitleitungen wcisen ebenra Us das Plat- 
tcnpotentiai auf, sofern kem Zu griff auf eine der Speicher- 

25 zelkn crfolgL Bei cincm Schreibzu griff auf eine der Spci- 
cherzelien nimmt die mit dies^r vcrbundene Bitleitung zum 
Binschreiben eines erstcn logischen Zbjjiands ein erstes Po- 
. tential an F das kleiner als das Plattcnpotentiai ist, und zum 
Einschreibcn eioes zweiten logischen Zustands cin zweites 

30 Potential, das groBer als das Plattenpotential ist. In dcr zw^- 
tcn Betriebsart weiscn die Bitjeitungen also grundsStzlich 
... das Platte n potential auf und bei einem Schreibzugrift" nimmi 
weiitgstens cine der Plattentcimngcn cin bestinuules Poten^ 
tiul un, das sich vom Pjattenpotcnttal unteischcidet. 

2> Wahrend sich also der erfindunHsgemaBe Speicher in dcr 
ersten BelricbsarL wie bekannte FRAMs und damit so wie 
wcilcr oben anhand des Artikels vom H. Fujisawa et a|, be- 
schrieben verhalt, das beiBt ein ScbreibzugruT auf die Spei- 
cherzellen erfolgt durch Veranderungen des Potentials der 

40 Bitlcitungen, erfolgt in dcr zweiten Betriebsart ein Ein- 
ML-lTreibcn von Informationen nicht durch Vecandcriing des 
Potentials der Bitleitungen sondcra durch Veranderung des 
Potentials dcr Plattenleitnngetn. Das bedeutet, rtcr crfin- 
dungSgcmaBe Speicher arbeitet in dererst*n Betriebsart wie 

45 ein herkotmnlicbcr Speicher, der nach dem VDD/2-Konzcpt 
betrieben wird. walurend in der zweiten Betriebsart die mit 
den Plaitenleitungen Vcrbundenen Elekttoden seiner zu be- 
schrcibenden Speichcrkondensatoren nicht mehr mit dem 
koostantcn Plattenporential sondern mit dem davon abwei- 

50 chenden bestimmten Potential verbunden sind. In der erstcn 
Betriebsart wird die 2X»m Einschreiben eincr neuen logi- 
schen Information in den Speicherzellcn crforderliche Span- 
ning am jeweiligen Speicherkondensator also durch 'veran- 
derung des Potentials der jcweiligen Bitleitung erzeugt. 

55 waluend das Potential dcr Plaitenleitungen konstant gehal- 
len win! Dagegen erfolgt in dcr zweiten Betriebsart die Er- 
zcugung der nocwendigen Schreibspnnnung uber dem Spei- 
cherkondensator durch Konstanthalten des Potentials der 
Bitlcitungen und durch Andern des Potentials dcr cntspre- 

60 chenden Plattenleiiungen auf einen vom koustanten Platten- 
potential abweicheoden Wert. 

Der erfindungsgeniafie Speicher hat den Voneil, daS bei 
ihzn auf einf ache Wcise dieselbe Information gleichzeitig in 
aichrcre Speicherzellen eingeschrieben werden kann. Dies 

65 geschicht g^eJch^cilig bei alien Speicherzellcn, dcrcn zugc- 
horige Plartenleitungcn das bestimmte Potential armehmen,. 
das vom Plattenpotenrial abweicbt Im Extremfall konnen 
alle PlatteqleituDgen des Speichers gleichzeitig das be- 
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stimmte Potential annehmen, so daB in alle Speicberzellen 
gleichzeitig dieselbc logische Information cingesclurieben 
wird. 

Es ist rnogHch, daB die Plattenleitungcn Bestanriteile ei- 
ner zusamnicohangendefl Zcllplatte sind und somit eine zu- 
Samnienhangende FLSchc bilden. Durch Verartdcrungen des 
Potentials dieser Zellpiatte werden dann alle PlaUenleitUD- 
gen und die mit diesen verbundenen Elektroden der Spci- 
cherkondcnsatoren gleichzeUig auf das geanderte Potential 
gebracht. 

Nach einer Weiterbildung ist dad bcstimmte Potential ent- 
wedcr das erste oder das zweite Potential, das die Bidcitun- 
gen bei cinem Schreibzugriff in der Crsten Betriebsart an- 
nehmen. Ist das besrimmte Potential gleich deni ersten Po- 
tential, wird bei eincm SchretbzugrifF in der zweiten Be- 
triebsart der zweite logische Zusiand in die entsprechendc 
Spejcherzclle eingeschrieben. 1st das bcsthmnte Potential 
gleich dem zweiten Potential, wird der crstc logische Zu- 
stand in die entsprechende Speicherzelle eingeschrieben. 

Nach einer allemativen Weiterbildung liegr das be- 
stimmte Potential zwischen dem Plattenpotential uad cntwe- 
der dein crsten oder dem zweiten Potential. Dies hat 7ur 
Folge, dafi der Crate bzw. der Zwcitc Logische Zustand nicht 
mit ihrem vollcn PegeL in die cnlsprechende Speicberzclle 
ein^cKthrieben werden, sondern mil eincm gcschwachlen 
Pegel. Auf diese Weise liiBt &ieh yorlcilhaft eine Altering 
der Speicherzellen sjmulieren, alsderen Folge ebcnfalls eine 
Schwachung des in deren Speicherzellen gespeicherten Si- 
gnals erfoigL Durch die Simulation der Alcerung durch die 
nicht mit vollem Signalpegel eingeschriebencn logischen 
Zustande lS(3t sich vorteilhaft die fur einen Dauertest exfor- 
dcrliche Zeir vertdirzen. Dies liegt daran, da(J die Speicher- 
zellen bcreits nut ''gesehwachten" Bits beschrieben werden, 
die bei herkfcVmnihchen Speiehern, bei denen ein Beschrei- 
ben mit vollcrn Signatpcgel erfolgi, erst nach einer langeren 
Zeitspannc aufgrund von auftretenden Leckstrotacn crrcicht 
werden. 

Nach einer Weiterbildung weist der integrierte Speicher 
cine AnschluBflache Zurn Zufuhren des bestimmten Potenti- 
als von auBerhalb des Speichers auf. Dies hat den \frrtei1 T 
dafi der Wen des besrimmtcn Potentials bclicbig gcwahlt 
werden und wfihrend des Betriebs des Speichers auch ge3 n - 
dert werxicn kann, 

Nach einer Weiterbildung der Erfindung weist der Soei- 
cher Wortlcitungfitreibcr auf, die Ausgange eines Wordei- 
tungsdecoders mit jewcils einer der Wortleitungen verbin- 
den, sowie einen SpannimgsgeneraLor zur Erzeugung einer 
crsten Versorgungsspannung fiir die Wortleirungstrciber in 
der ersten Betriebsart, Ferner weist der Speicher eine An- 
sehluBflSchc zur Zufuhrung einer zweiten Versorgun^sspan- 
OOng fiir die Wortleitun£<;treiber in der zweiten Betriebsart 
auf. Dies hat den Vorteil,, daB die zweite Versorgungsspan- 
nung beliebig nnd unabhBngig von der ersten Versorgungs- 
spannung gewahh werden kann, 

Eirie Ausfuhrungsform des erflndungsgetnaBen Betriebs- 
verfalltens sieht VOr t daB die zweite Versorgungsspannung 
kleincr aJs die erste Vcrsorgungsspannung ist. Hierdurch 
wird die Leistungsaufp&hme dc3 Speichers in der zweiten 
Betriebsart gesenkt, vcrglichen mit dem Fall, daB die "Wbrt- 
leitungstreiber auch in der zweiten Betriebsan mit dex hohe- 
ren ersten Versorgunssspannung versorgt werden. Die 
Zweile Versorgungsspannung kann altemativ ZUr Zufuhrung 
Qber eine Kontaktflache auch innerhalb des intcgrienen 
Speichers generien werden. 

Nach einer Weiterbildung des Bctricbsverfahrcos wird 
die zweite Versorgungsspannung so gewahll, daB bei Akti- 
vierung einer der WortleitUDgen uberden zugehorigen Wort- 
lettungsireiber das Potential der Wortleitung groBer als das 



Plauenpotential zuzuglich der Einsatzspannung der Aus- 
wabltransistoren der Speicherzellen ist, jedocb kleincr als 
die erstc Versorgungsspannung. In der ersten Betriebsart 
mussen die Auswahltransisioren beim Finschreiben eines 
5 der beideo logiscbeo Zustande ein Potential von einer der 
Bitleitungen zum entsprcchenden Speicherkondensator 
ubenragen, das groBer als das Plattenpoterltial ist (normaler- 
weise ist dies beim Einscnreiben einer logischen Eins der 
Fall). Daher lnUsscn die Wort) eUungen zum Durchschaltcn 

to der Auswahltransistoren auf ein Potential gcbracht werden^ 
das groBer als das hochste auf den Btdeitungen aufireiende 
Potential zuzuglich der Einsatzspannung der Auswahltransi- 
storen ist Entsprcchcnd hoch rnuS die erste Versorgungs- 
spannung fiit die erste Betriebsart gewShlt werden. Da in der 

15 zweiten Betriebsart das Potential der Bitleitungen Constant 
und gleich dem Plaflenpotential isi„ wird dieses Potential 
ohne Verlu^t zu den entSprechenden Elektroden der Spei- 
chcrkondcnsatorcn ubcrtragcn r wenn an den zugeborigen 
Auswahltransistoren ubw die Wordeitungen ein Potential 

20 anliegt, das mindestens gleich dem PUttenporential zuzug- 
lich der Einsatzspannung der Auswahltransistoren ist, 

Nach einer alternativcn Weiterbildung des Betriebsver- 
fahrens wird die zweite Versorgungsspannung so gcwahlt 
daB bei Akti vierung einer der Wortleitungen tiber den zuge- 

25 horigen Worlleiiun^strcibcr das Potential der WoruVUung 
kleiner als das oder gleich dem Platten potential zuzuglich 
der Binsarzspannung der Auswahllransislorec der Speicher- 
zellen ist. Dies fuhrt dazu, dafi in der zweilen Betriebsart die 
Auswahltransistoren ini leitenden Zustand nicht das voile 

30 PlatLcnpotenrial, auf dem sich die Bitleitungen befinden, zu 
den entsprcchenden Speicherkondensatoren Ubertragcn, 
sondern ein cntsprechend ntedrigeres Potential. Auch auf 
diese Weise wir<^ also crrcicht, daB in der zweken Betriebs- 
art Daten nicht mit deni vollen Mignalpegel, sondern mit ci- 
nem reduzierten bzw. "geschwiichten" Signsdpegel in die 
Speicherzellen eingeschrieben werden. 

Nach einer Weiterbildung des intcgrierten Speichers ist in 
der ersten Betriebsart bei cincm Schrcibzugriff gleichzeitig 
nur eine der Wortleitungeo. innerhalb eines Zellenfeldcs ak- 

40 tiviert. Dagegen ist in der zweiten Betriebaart bei einem 
Sthreibzugriff raehr als eine Wortleitung pro Zellenfcld 
gleichzeitig aktiviert. Auf diese Weise wird erreicht, daB in 
der zweiten Betriebsart ein glei chZeitiger iJchrcibzugriff auf 
alle Speicherzellen erfolgt. die mit einer der gleiebzeidg ak- 

45 tivierten Wortleitungen verbunden sind. 

Die lir&ndung wird jm folgenden anhand der in den Figu- 
ren dargestellten Ausruhmngsbeispiele naber erlailtert. Es 
zeigen; 

Fig. I ein Ausfuhrungsbcispicl des crfindungsgemiiBen 
50 integriertcn Speichers, 

Fig. 2 eine Speieherzelle des Speichers aus Fig. 1, 

Fig* 3 eine Schaltung zur Ansteuerung von Wortleitungen 
des Speichers aus Fig. 1 und 

Fig* 4 cincn Ausschnitt eines Wortleitungsdecodcrs aus 
55 Fig.3. 

FSg. 1 zeigt einen Ausschuiti eines erfindungsgernaSen 
integrierten Speichers vora Typ FRAM. Dieser weist ein 
Speicherzellenfetd auf. in dem Speicherzellen MC in Kreu- 
zungspunkten von Bitleitungen BLi, Wortleitungen WLk 

60 und Plattcnleimngen PLt angeordnet sind. 

Fig. 2 zeigt eine der Speicherzellen MC aus Fig. 1. Ste 
weist einen Auswahltransistor T und einen Speicherkonden- 
sator C irrit fcrroelelmischeiri Dielektrikam auf. Die eine 
Elcktrode des Speicherkondcnsators Cist mit einer der Plat- 

65 tcnlcitungcn PLi und die andcrc Elcktrode iibcr die stcuer- 
bare Strecke des Auswahltransistors T mit einer der Bidei- 
tungen BLi verbunden. Das <Jate des Auswahltiansistors T 
ist mil einer der Wortleitungen WLk verbunden. 
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Fig. 1 isr wetter zu entnehmen, daB die Bitleitungen BLi 
iiber n-Kanal-TVansistoren N mit einem LtraverstarfccT SA 
verbunden sind. Die Bitleitungen BU sind auBerdem itaw p- 
TCanal-TVansistoren P mil dem Ausgang eincs t$pannung?»ge- 
nerators 1 verbunden, der ein konstantes Plattenpotential 
VPL erzeugt. Die Steucranschlusse des n-Kanal-Transistors 
N und des p-Kanal-lransistors P, die jeweils der gleichen 
Bitleitung BLi zugeordnet sind, sind jeweils mit einer Spal- 
tetiauswahllekung CSLi verbunden. 

Die Plattenleitungcn PLi sind am fcandc des Zellenfeldes 
miteinander verbunden, Uber einen ersien Transistor Tl 
vom p-Kanal-TVp sind sic mit dem Ausgang des Spannu ugs- 
generators X verbunden. T>er erste Transistor Tl ist an sei- 
nem Gate mit einem Testsignal TEST verbunden. Die Plat- 
leuleimngen PU sind auBerdem Uber einen zweiten Transi- 
stor T2 vom n-Kanal-TVp mit einer Koniakffiaehe A des 
Speichers verbunden. Auch das Gate des zweiten Transi- 
stors T2 ist tniL dcin Testsignal TEST verbunden. Das Tbst- 
signal TEST beslimmt, in welchcr Betriebsart sich der Spei- 
cher befindeL Bei emeni niedrigen Pegel (0 V) des Testsi- 
gnals befindet sich der Speicher in einer Nbrmalbetriebsart 
und bei einem hohen Pegel (3,1 V) des Tests ignaLs in einer 
TcstbetriebsarL 

Der in Fig. 1 dargesteilte Speicher weist lediglich em zu- 
suutmenhangendes S'peichurcellcnfold und einen Lcsever- 
stiirkcr SA auf". AuBerdem sind lediglich zwei der Wortlei- 
tungen WLk und vici der Bitleitungen BLi mit den entspre- 
chenden Plattenlcitungen PLi dargestelU. Id Wirklichkcit 
weisen Speicher in der Kegel mehrcrc Zcllenfelrier sowie 
eine groBe Anzahl von Bideinjngcn und Wortleitungen so- 
wie zugehorige Leseverstarker auf. 

Weixerhin werden bei FRAMs itblicherweise difteren- 
uelle Lesevcrstarter SA eingesetzt, denen bei cineni Lese- 
zugrifr" auBer dem Uber die jeweils ousgcwahlte Bitleitung 
zugefuhrten Signal auch t^n Rcfcrcnzsignal liber tine zuge- 
- horigc komplcmentare BilleiLung zugefUhrt wird. In Fi£. t 
warden aus Gitindcn der vereinfachlcn Darstellung jedoch 
keine Paare von kDmplementaren Bidciuingen, sonderu nur 
einfache Bitleitunge n BLi dargesteilt. 

In der Normalbetriebsart ist die Funktionswcise des in 
Fig* 1 dargestelltcn Speichers wicfolgt: Ober entspredicnde 
Adressen erfolgt mUtels nicht dargesteiltcr Decoder eine 
Auswahl einer der Wortleitungen WLk und einer der Spal- 
tenlcitungen CSLi. Die ausgewahiten Leitungen nchmcn ei- 
nen hohen Pegel an, wahrend die nicht ausgewShlten Lei- 
rongen einen niedrigen Pcgel beibehalten. Wird beispiels- 
weisc die Wortleitung WLO und die Spaltenleitung CiJLO 
ausgewShlr. werden allc mit der Wortleitung WLO verbun- 
denen Auswahltransisforen T leitcnd geschaltet, wahrend 
. die mit den ubrigen Wortleitungen WLk vcrbundenen Aua- 
wahltransistonsn gespem blciben. Femer wird der m\\ der 
Spaltenauswahlleitung CSLO verbundene n-Kanal-Transi- 
stor N leitend geschaltet. und der mil ihr verbundene p-Ka- 
nal-Transistor P gesperrt. Dagegcn bleiben die den (ibrigcn 
SpaltenauswahlleituDgen CSLi zugeordneten n-Kanal-Tran- 
sistorcn N gespem und p-Kanal-Transistoren P leitencL Bei 
einem Schreibzugrifl:* vom LeseverStarkcr SA ubertragenc 
Daten werden so mit nur zu der Bitleitung BLO ubertragen. 
Die ubrigen Bitleitungen BLi bleiben iiber i!we p-Kanal- 
Transistoren P auf dem vom SpannungSgencrator 1 erzeug- 
ten Plattenpotential VPL, 

Da in der Normalbetriebsart der ersteTVaasistOr Tl Leitet 
pnd der zweite Transistor T2 spent, Uegt das Plaltenpoten- 
lial VFL auch auf Samtlichen Plattenleilungen PLi an. Das 
Plaitonpotcntial VPL ist gleich dem anthmctisehen Mittcl 
zwcier Versorgungspotcndale GND, VDD des Speichers. 
Das erste Versorgungspotendal GND ist beispielsweise 
Masse (0 V) und das zweiie Versorgungspotential VDD ist 
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gleich 2 r 5 V. Dann hat das FlattonpoLential VPL cinen Wert 
von 1,25 V. ErzeugtdcrLcscverstarkcr SA bei dern Schroib- 
zugriif beispielsweise 2JS V an seine m Ausgang. wird die- 
ses Porential uber den leitend geschakeren n-Kanal-TVan<ji- 
5 stor N der Bitleitung BLO zu dieser ubertragen und liegt 
iiber den lei leaden. Auswahltransisror T an der einen Elek- 
trode des SpeicherkondensatOrs C an. An der andcren Elec- 
trode des Speicher kondensators C liegt uber die entspre- 
chende Plattenleitung PL0 das Platteopotential von 1,25 V 

10 an. Kpmit liegt am Spcichcrkondensator C eine positive 
Spannung von 1,25 V an, diezu einer entsprechenden Pola- 
risation seines ferroeiektriseben Dielektrikutns fiihrt. An- 
schlieBend ist eine logische " 1 " in der Spcicherzelle MC ge- 
speichert, Zum Einschieiben einer logischen "0" erzeugl der 

1> Ijeseverstarker SA bei dem Schreibzugriff ein Potential von 

0 V, das iiber die ausgewahke Bitleitung BLO und den Aus- 
wahltransisior T der Speichcrzelle MC an der cinen Elek- 
trodc des SpciebCrkondcnsators C anlicgt. Da die PlaUCnlci- 
tung PL0 nach wie vor das Plattenpotential von 1 35 V auf- 

20 weist, liegt nuniliebr eine Spannung von -1,25 V am Spci- 
cherkondensatorC an. Was 2u einer im Vergleich zum Ein- 
schieiben einer logischen "1" entgegengeseiztcn Polarisa- 
lion des ferroclcktrisclien Dielektrikums des Spefcherkon- 
densatorS C fiihrt. 

23 Fine Beeinftussung des gespeicherLcrt 2?Uj,slMndii der Spei- 
cher^clLen MC\ die sich ioi Schnittpunkt <rler Bitleitung BLO 
mit den Ubrigen Wortleitungen WLk befinden, erfolgt nichU 
da deren Auswahltransistoren T gesperrt sind. AuJkrdem er- 
folgt keine Beeinflussung der Speichcrzclkn MC, die sich 

30 im Kreuzungspunkt der Wortleitung WLO mit den Qbrigcn 
Bideitungen BLi befindeo, da letztere Ober ilirc p-Kanal- 
Transistoren P auf dem Plattenpotential von 1,25 V gehalten 
werden und somjt trotz des Icitenden AtiSwaliltiansistors T 
dieser Spetcherzellcn MC an deren Spcichcrkondensaioren 

:15 C ^irie Spannung von 0 V anliegu Eine Spannung von 0 V 
an einem der Speicherkondensalorcn C liat z«r Folge, da8 
dessen iipeicherZustand beziehungsweise dessen Polarisaii- 
onszustand nicht bccinftuBt wird. 

Wird der in Fig. 1 dargestcllic Speicher in der Testbe- 

40 tricbsarl betrieben, indem das Tcstsignal TEST einen hohen ■ 
Pegel von 3,1 V anninimt, wild der erste Transistor Tl ge- 
sperrt, wodurch die PlaUcnleitungen PLi vom Au&gang des 
das Plattenpotential VPL erTeugenden Spannungsgenerator 

1 getrennt werden, Aulierdeni wird der zweite Transistor T2 
45 let tend geschaltci, wodurch die Plattenicitungcn PLi mit der 

Kontaktflache A verbunden werden. Es isr dann moglich, 
iiber die Kontaktflache A den Plattenleitungcn PLi ein belie- 
biges Potential VF zuzuftJliren, das sich vom Plattenpoten- 
tial VPL untcrschcidet, AuBerdem sind in der Tbstbetriebs- 

50 6rt alle Spaltenauswahlleitungen CSLi walirend durchzu- 
fii mender Schrcibzugriffe auf niedngem Potential, so daB 
die BiUcilungen BLi alle das Plattenpotential VPL aufwei- 
sen. Wird nun wenigstens eine der Wortleitungen WLk akti- 
\iert, werden die mit dieser Wortleitung verbundencn Aus- 

55 wahl transistoren T der SpeiCherzellen MC lei tend geschal- 
tet. Uber die Auswahitransistoren T liegt dann das Platten- 
potential VPL in HShc von 1,25 V an der einen Elekirodc . 
der Speicherkondensatorcn C der ausgewahiten Speicher- 
zellen MCI 'Wird nun bei spiels weise das Potential VF = 0 V 

60 gcwahlt, liegt an den entsprechenden Speicherkondensato- 
ren C eine positive Spannung von 1 T 25 V. Somit wird eine 
logische "1" gleichzeitig in alle Spcichcrzcllen MC ge- 
schrieben* deren Wortleitung WLk cinen hohen Pegel auf- 
weist. Nimmt das Potential VF beispielsweise einen hohen 

65 Pcgel von 2.5 V an, liegt an den entsprechenden Speicher- 
kondensatoren C der ausgewahiten Speicherzellen C eine 
negative Spannung von -1,25 V an, so daB eine logische "0" 
in diese Speicherzellen MC eingeschrieben wird. In beiden 
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Fallen erfolgt cin gleichzeiriges Binschreiben des neucn Ir> 
gischen Zustands in rnehrere der SpeicherzeQen MC. 

Bcitn in Fig, 1 dargestelltcn Speicher erfolgt in dec Nor- 
malise trieb sail r.um selben Zeitpunkt.i miner nurdie Aktivie- 
rung lediglich ciner der Wortleitungen WLk. Id der Testbe- 
triebsart dagegen Werden alle Wortleitungen WLk gleichzei- 
tig aktmert, so daB alle Auswahltransistoren T der Spei- 
cberzellcn MC gleichzeitig leitend geschaitet werden. Auf 
diese Weise erfolgt cin gleichzeitiger Schreibzugriff auf alle 
Spcichcrzetten MC. Hierauf wird weiter untcn bczugHch dcr 
Fig- 4 noch eingegangen. 

Urn den Speiehcrzetlen MC in der Testbetriebsart "ge- 
schwachte" Bits zuzufuhren, also solche, die nicht mit dem 
vollen Signalpegel von 1,25 V in die Speicherzellcn einge- 
schricben werden, wird dcr Wert des beslimrnten Potentials 
VF beim Einschreibcn einer logischtn "0" so gewShlt, daB 
er zwischen dem Plattenpotcntial VDD won 1,25 V und dem 
posiu'ven Vcrsorgungspotcntial von 2,5 Y bcispiclswcisc 
bei 2 V HegL Znni Binschreiben einer ri gescriwachten" iogi- 
schan "r wird das bestimmte Potential VF zwischen 0 V 
und 1,25 V gewahlu bcispielsweise bed 0,5 V. Auf diesc 
Weise wird eine noniialerweise in IBngcren Zeitspannen er- 
folgcnde Aiterung der Spcichcrzellen MC simuliert, die 
c ben falls eine Abschwachung der in ihr gespeicherten Si- 
gnals zur Folge haL 

Bei anderen Ausflihrungsbeispielen dcr Erfindung ist es 
aueh moglich, daB die Plattenleitungen PLi in dcr Testbe- 
triebsart nicht mit ciner Kontaktilache A, wie beirii Speicher 
gcinaB Fig* 1, sondem mil eincm weiferen intemen Span- 
nungsgencrator des Spcichers verbunden werden, der das 
beschricbene Potential VF erzeugL 

Bci anderen Ausflihrungsbeispielen der Erfindung ist e$ 
auch nioglich, daf3 lediglich eio Ibil dcr PlatLenleituugcn 
PLi in der Testbetriebsart das Vom konstanten Plultenpoten- 
rial VFL abweichende Potential VF aufweisen. Dann erfolgt 
gleichzeitig lediglich ein Schreibzugriff auf die mit diesen 
Flatten leitungen PLi verbundenen Speichcrzellen MC. Die 
Plattenleitungen konnen dann naturfich nicht alle elektrisch 
rniteinander verbunden sein. 

Fig. 3 zeigt cine ScbultuQgsanordnung zur Ansteuerung 
der beiden in Fig, 1 dargestellten Wortleitungen WLk, Dar- 
gesteUt ist ein Wortleitungsdecoder RDEC, dem Worladres- 
sen RAJDR zufuhrbar sind. Id der Nontialbettiebsart akti- 
viert er einen seiner AusgangeB, C in Abhangigkeit der an- 
liegenden Wortadresse RADR. Die Ausgange B, C des 
Wortleitungsdecoders RDEC sind iibcr je einen Wortlei- 
tungstreiber D mil einer der Wortleitungen WLk verbunden. 
Die Wortleitungstreiber D weisen Vcrsorgungsspannungs- 
anschliiisc auf. die fiber einen dritten Transistor T3 VOni p- 
Kanal-TVp mit dem Ausga.ng cine3 zweiten Spannungsgene- 
rarors 1 verbunden ist, der zur Er7Jiugimg einer ersten Vcr^ 
sorgungsspanming VPP dient, AuBerdem sind die Versos 
gungsanschliisse der Wortleitungstreiber D uber einen vier- 
ten Transistor T4 vom n-Kanal-TVp init einer zweiten Kon- 
taktflache E Yerbunden, liber die cine zweite Versorgungs- 
spannung Vext zufuhrbar ist. Die Gates des drinen Transi- 
stors T3 und des vierten Transistors T4 sind mil dcrn Testsi- 
gnal TEST verbunden. In der NormalbetriebsaiT CTest= 0 V) 
wird den Wortleitungstreibern D Qber den dritten Transistor 
T3 die vorn zweiten Spannungsgenerator 2 erzeugte crste 
Versorgungsspannung VPP zugefuhn. In der Testbetriebsart 
(Test = 3,1V) wird den Wordeitungsircibern D iiber den 
vierten Transistor T4 die zweite Versorgnngsspannung Vext 
zugeflihjt. Die crste Versorgungsspannong VPP hat den 
Wert 3,1 V. Wird tfber den Wordcitungsdecodcr RDEC cine 
der Wortleitungen WLk aktiviert, nirnmt <fiese in der Nor- 
mal betriebsart den Wert der ersten Versorgungsspannung 
VPP, also 3,1 V an. Mit diesen 3,1 V wird der jeweiUge 
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Auswahliransistor T dcr Speicherzellen MC angesteuert, so 
dafi Ober diesen bcim Binschreiben ciner logtschen "1" auch 
das Potential von 2,5 V vom Leseverstarker S A zum *>pei- 
chcrkondensator C iibertragen werden kann. Die KtnsafT:- 
5 spannung der Auswahltransistoren T der SpeicherzeUeo MC 
betragt0,6V. 

In dor Testbetriebsart aktivien der Wortleitungstreiber 
RDEC. unabhangig von der an ihm anliegendcn Wort- 
adresse RADR, alle Wortleitungen WLk gleichzeitig. Wtir- 

10 den die Wortleitungstreiber D auch in der TcSfbctricbsart 
vorn zweiten Spannungsgenerator 2 versorgu miiBte dieser 
entsprechend groB diniensioniert werden, urn gleichzeilig 
cine Vielzalil von Wartleitungstreibern D treiben zu konnen. 
Daher erfolgt id der Testbetriebsart die Versorgung der 

15 Wortleitungslreiber nicht vlber den zweiten SpanoungSgene- 
rator 2, sondern uber die zweite Kontabtflilche E VOn auGer- 
halb des integrierten Speidters. 

Bci dicscm Austiihrnngsbcispicl ist die zweite Versos 
gungsspannung Vext, die Uber die zweite KontaktflSche E in 

zi> der Testbetriebsart ZUgofuhrt wird, kleiner als die crste Ver- 
sorgungsspannung VPP. Sie hat einen Wert von 2 V und ist 
SOmil grofier als dasPlattenpotcndal (1,25 V) zuzUglieh der 
Einsatzspannung dcr Auswahltransistoren T der Speicher- 
zellen MC (0,6 V). In der Testbetriebsart werden die akti- 

25 vierten Wortleitungen WLk auf den Wert der z^eiLen Ver- 
sorgnngsspannung Vext = 2 V gebracht, so daB an den Gates 
der eulsprechenden Auswahltransistoren T 2 V anliegco. 
Diese Gatespannung reichl aus» urn die in der Testbetriebsart 
auf alien Bideitungen BLi anliegende PlattenpOtcntial VPL 

30 von 1 ,25 V vollstandig an die entsptechende Elcktrode der 
Speicherkondensatoren C durehzuschalten. 

Bei anderen Ausfllhrungsbeispielcn der Erfindung istics 
auch inoglich, den Wen der zweiten \er5orgung3Spa£itiun£ 
Vext kleiner als den oder gleich dem Wert de^ Plattenpot^n- 

35 tials zmiiglich der Einsatzspannung der Auswahltransisto- 
ren T zu wahlen, Wahlt man die zweite Versorgnngsspan- 
nung Vext = 13 V und damit gleich dem Platte npoten rial 
VPL, Wird letztcrcs nicht mehr i n Voiler Hohc in der Testbe- 
triebsart iiber die Auswahltransistoren T zu den Speiehcr- 

40 fcondensatoren C Ubertragen. Somit konimt es auch hier Zum 
binschreiben "geschwac liter" Bits- in die Spcichej'zellen 
MC, wodurch wiederum eine Aliening der Speicherzeilen 
MC simuliert wird. 
Bet anderen Ausfuhrungsbeispielen dcr Erfindung kon- 

45 nen die Wortleitungstreiber D in der Testbetriebsart aueh mi t 
einer entsprcchenden intemen zweiten Versorgungsspan- 
nung Vext des integrierten Speichers Yerbunden werden, 
vomit die zweite Kontaktflache E Gberflussig ware. Auch 
dann ware es vortcilhaft, wenn die zweite Versorgnngsspan- 

50 nuug Vext kleiner als die erstc Versorgu ngsspannung VPP 
gewahlr wird, urn die Leistungsaufnahme des Spcichers zu 
reduzieren. Zur Erzeugung der zweiten Vcrsorgungsspan- 
nung Vext miiBte dann cin entsprechender weiterer Span- 
nungsgenerator inncrhalb des Speichers vorgeschen werden. 

55 Fig. 4 zeigt einen Ausschnilt des Wortleitungsdecoders 
RDEC aus Fig. 3. Dieser weist z wise hen dem hohen Versor- 
gu ngspotential VDD Und dem niedrigen Versorgu ngspoten- 
tial Masse eine ReihenSChaltung eines funften T5, eines 
scchsten T6, eines sicbten T7 und eines achten T8 Transi- 

60 stors auf. Der funfte TVansistor isr. vom p-Kanal-Typ, wait- 
rend die ubrigeo drei TVansistOrcn vom n-Kanal-TVp sind. 
Ein Sehaltungsknotcn zwischen dem funften T5 und dem 
sechsten T6 Transistor ist Qber eine Haltcscbaltung H in 
Porm zweier antiparallelcr Inverter und einen nachgeschaL 

65 tctcn Inverter I mit dem Ausgang B des Wortleitungsdeco- 
ders RDHC verbunden. Ein Schaltungsknoren Zwischen 
dem slebten T7 und dem achten T8 Transistor ist uber einen 
neunlen Transistor T9 vom n-Kanal-Typ nnt dem Eingang 
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der Halteschaltung H verbunden, Das Gate des neunten 
Transistors T9 ist mit dem Tcstsignal TEST verbunden. 

Die Gates des funftcn T5 und das achten T8 TVansistors 
sind mit einem Blocksignal RS verbunden. Das Gate des 
sechsten Transi stars T6 ist mit einem ersten AdreBsigrial A I 5 
und das Gate des sicbten Transistors T7 mit einem zweiten 
AdruBsignal A2 verbunden. Die beiden AdreBsignale Al, 
A2 und das Blocksignal BS bilden die Wortadresse RADK, 
Jedem Ausgang B, C des Wordeimngsdecodcrs. RDEC aus 
Fig. 3 ist cine Schaltung, wie sie in Fig. 4 dargestellt ist, zu- W 
geordnet AUe diese Schaltungen haben das gleiche Blocksi- 
gnal BS gemeinsanu Dagegen unterscheiden sich ihre 
AdreBsignale Al, A2. Das Blocksignal BS dient dcr Aus- 
wahl des in Fig. 1 dargestellten Zcllenfeldes, wahrend ande- 
rcn ZeUenfcldcm des Speichers, die in Fig. 1 nicbt darge- 15 
stellt wurden, andere Blocksignale zugeordnet sincL t)ber 
die AdreBsignale AK A2 crfolgt die Auswahl einer der 
Wortlcitungcn WLlc des Zclicafcldcs in dcr Normalbelricbs- 
art. 

In derNonhalbetriebsartCTcst = 0 V),istdcrneunteTran- 2» 
sistor 79 gespem, so daB der sechste Transistor T6 und der 
siebte Transistor T7 nicht ttberbriickt sind. Es erfolgt daher 
bei Anlegen einer Wortadresse RADR immer nur die Aus- 
waul einer der Wortleitungen WLk, da nur eirtcr dcr Aus- 
gange B, C des Wortlcitungsdecoders RDEC aktiviert wird. 25 
In der lestbetriebsart (Test = 3,1 V) uberbriickt der nun lei- 
tende neurits Transistor T9 den sechsten T6 und siebteo T7 
Transistor, so daB die AdreBsignale Al, A2 wirkungslos 
sind, und uber das Blocksignal BS samtliehe Ausgange B, C 
des Wortleicungsdecoclers RDEC gleichzeilig aktiviert wer- 30 
den, das heiBl logisch *0' sind. Auf diese Wcisc werden. in der 
Tcstbetriebsart bej eincm hohen pegel des Blockstgnals BS 
alJe Wordeitungen WLk eincs Blockes bezicbungsweise ei-' 
ncs Zellenfeldesg lei ehzeitig aktiviert. 

Wollte man bcim in Fig. 1 dargestellten Speicher in der US 
Nornialbetriebsart m alio SpeicherzeUen MC die gleiche In- 
formation einschreiben, oili&te man nacheinander allc Wort- 
leitungen WLk und alle Bitleitungen BLi auswahlen. Das 
Einschreiben konnte - wie bei herkonunlichen nach dem 
VDD/2-Konzept arbekenden PEAMs - nur sequential in 40 
aUe Speicherzcllen MC crfblgen. Dutch die erfindungsge- 
maGe Tesibekriebsart ist es mogiich. cine VIelzahl von Spci- 
checzcllen MC gleichzeitig uiit denselben Daten zu be- 
SCbreiben und sornit den Zeitaufwand fur das Einschreiben 
dieser Daten zu reduzieren. 45 

Paientanspruehc 

1, Integrierter Speicher 

- mit Speicberzcllcn (MQ, die jeweils wenig- SO 
stens eiacn Auswahltransistor (T) und einen Spei- 
cherkoadensator(C) aufwdsen. 

- tnit Bitleitungen (BLi), Wgrtleitungen (WLk) 
und Plattenicitungen (PLi), in deren Kreuxungs- 
punkteo die Speicherzellen (MC) angeordnet sind, S5 

- bei dem bei jeder Speicherzelle (MC) die eine 
Elektrede des Speicherkondcnsators (C) uber den 
Auswahlu^nsistor (T) mit einer der Bideitungen 
(BLi), die andere Elefctrodc mit einer der Platten- 
leitungen (PLi) und ein SteueranschlulS des Aus- 60 
wahltransistors CO init einer der Wortleitungen 
(WLk) verbunden ist, 

- mit einer ersten Betricbsart, 

- in der die Plattenleinmgen (PLi) ein konstantcs 
Piatlenpotcniial (VPL) aufweisen, 65 

- in dcr die Bitleitungen (BLi) ebenfalls das Plat- 
tenpotential (VPL) aufwelsen, sOfcrn kein Zugriff 
auf eine der Speicberzellen (MC) erfolgt, 
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- und in der bei eincm Schreibzugrifif auf eine der 
Speicheczellcn (MC) die mit dieser verbuodene 
Bitleitung (BLi) zutn Einschreiben eincs ersten 
logischen Zustands ein erstes Potential (GND) an- 
nimmt, das kleiner als das Piattenpotential (VPL) 
isL,und zum Einschreiben eines zweitcn logisciien 
Zustands cin zweites Potential (VDD) annimmt, 
das groBer als das Plattenpotential ist, 

- und tnit einer zw&iten Betricbsart, 

- in dcr die Bitleitungcn (BLi) das Plattenpoten- 
tial (VPL) aufweisen 

- und in der bei einem SchreibzugrifT wenigstens 
eine der Plattenleitungcn (PI J) ein bestimmtes 
Potential (VF) anninunt, das sich vom Plattenpo- 
tential (VPL) unierscheidet 

2. Integriexter speicher nach Anspruch I, bei dem in 
der zweiten Betriebsart bei etnem SchreibzugrirY meh- 
rerc dcr Plattenicitungen (PJLi) glcichzcirig das bes- 
stiminte Potential (VF) unnehmen. 

3. Integrierter Speicher nach Anspruch 1 oder 2, bei 
dem das bestinunte Potential (VF) entweder das crste 
(GND) Oder das zweite (VDD) Potential ist. 

4. Integrierter Spuicher nach Anspruch I oder 2, bei 
dem das bestimmte Potential (VF) zwischen dem Plat- 
Lenpotentiul (VPL) und enLweder deni ersten (GND) 
oder dem zweiten (VDD) Potential liegt. 

5. Integrierter Speicher nach einem der vorstehenden 
Anspriiche mit einer Anschlu£flache (A) ZumZufijhren 
des besliinmtcn Potentials (VF) von auQerhalb des 
Speichers. 

6. Integrierter Speicher nach Anspruch t, 

- mit einem Wonlcitungsdecoder (RDEQ zum 
Adresbieren der Wortleitungen (WLk) in Abhati- 
gigkeit von ihm zufuhrbaren Wortadressen 
(RADR), 

- mit Wortleiturjgstreibern (D), die Ausgange des 
Wortleitungsdceoders (RDEC) tnit jeweils einer 
der Wortleitungen (WLk) verbinden, 

- mit einem Spannungsgenerator (2) zur Erzeu- 
gung einer ersten Versorgungsspannung (VPP) fur 
die Wortlcitungstreibcr (D) in dcr ersten Betriebs- 
art 

- und mit einer AnschlufttT^cliC (li) zur ZuRih- 
rung cincr zweiten Versorgungsspannung (Vext) 
ftir die Wortleilungstreiber (D) in der Zweiten Be- 
triebsart. 

7. Integrierter Speicher nach Anspruch 1, 

- dessen Wordeitungen (WLk) und Birlcilungen 
(BLi) mit deu damit verbundenen Speicherzellen 
(MC) wenigstens ein Zellenfeld bilden, 

- bei dem in dcr ersten , Betriebsart bei einem 
Schreibzugrift" gleichzeidg nur cine der Wortlei- 
tungen (WLk) pro Zellenfeld aktiviert ist 

- und bei dem in der zweiten Betriebsart bei ei- 
nem' Schreibzugriff mehrere der Wortleitungen 
(WLk) pro Zetlenfeld glcichzcirig aktivjert sind. 

8. Bcu-iebsverfahrcnrurcinenintegrierten Speicher 

- mit SpeicherzeUen (MC), die jeweils wenig- 
stens einen Auswahllransistor (T) und einen Spei- 
cherkondensator (Q aufweisen, 

- mit Bitleitungen (BLi), Wortleitungen (WLk) 
und Plattenleitungeu (PLi), in deren Kreu2ungs- 
punkten die SpeicherzeUen (MC) angeordnet sind, 

- bei dem bei jeder Speicherzelle (MQ die eine 
Elcktrodc des Spcichcrkondensators (C) iibcr den 
Auswahltransistor (T) mit einer der Bitleitungen 
(BLi), die andere Elektrode mit einer der Platten- 
leitungeu (PLi) und ein Steueranschlufi des Aus- 
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wahltransislors CD mil einer der Wortleitungen 
(WUe) verbunden isi, 
mit folgeadea Scbrittcn: 

- derSpeicherwirdin einer erSten Betriebsarr be- 
trieben* 5 

- in dcr den Platienleitungen (Pli) ein konstantes 
Plattenpotential (VPL) zugeruhrr wild, 

- in der den Bitleiuingen (BLi) ebenfails das Plat- 
tenpotential (VPL) zugefuhrt wird, sofem kein 
Zugriff auf eine dcrSpcicherzAUed (MQ erfolgt, 10 

- und in dcr bei einem Schreibzugriff auf eine der 
SpeichcrzeUen (MQ dje mit diescr verbundene 
Bkleitung (BLi) zujii Einschreiben eines ersien 
logischen Zusiands auf ein erstes Potential (CjND) 
gebracbt wird, das kleiner als das Plattenpotenriai 15 
(VPL) ist, und zum Einsclireiben cines zweiien lo- 
gischen Zustands auf ein zwcites Potential (VDD) 
gcbmcht wird, das groBcr als das Flnttcnpotcntial 
ist, 

- und dcr Speicher wird in einer zweitcn Be- 20 
triebsart betricben, 

- in der den Bitleirungen (BLi) das Platienpoten- 
bal (VPL) zugefuhrt wird 

- Und in der bei eineni SchreibZu griff eine der 
Platienleilungen (PLi) auf ein be$Luum(es Polen- 25 
tial (VP) gebracht wird, da$ sich vom Plattenpo- 
tential (VT^) umL*rscheidet. 

9. Betdcrbsverfahrcn nach Anspruch 8 fur einen inte- 
Srienen Speichcr 

- mit einem Wortleitungsdecoder (RD£Q 2um 30 
Adrcssieren dcr Wortleitungen (WLk) in Abhan- 
gigkeit von ihm zufuhrbiircn Wortadressen 
(RADR), 

mil Wortleitungstreibera (D), die Ausgange des 
Wortleitungsdecodecs (RDEC) mit jeweiLs einer 35 
der Wortleitungen (WLk) verbinden, 
mit folgenden Schrittcn: 

- in der ersten Beiriebsart wird den Wbrdeitungs- 
treibern (D) einc ersle Versorgungsspannung 
(VPP) zugefUhri 40 

- und in der Zwcitcn Be triebsart wird den Wort- ,- 
Icitungsti-cibern (D) eine zweite Versorgungss pa fi- 
ning (Vext) xugeflihrL, die. kleiner als die erste 
Versorgungsspannung (VPP) ist, 

10. Betriebsvcrfahren nacb Anspruch 9, bei dem die 45 
ersle Versorgungsspannung (VPP) innerhalb des Spci- 
cbers erzcugt wird und die zweite VbrSOrgungsspan- 
nung (Vext) von auBerhalb des Spcichers zugefDhrt 
wird. 

11- Betriebsvcrfahren nach Ansprucb 9 Oder 10, be? 50 
dem die zweite VcrsorgungsspanrUing (Vext) so ge-' 
wahlt wird, dai3 bei Aktivierung einer der Wortteitun- 
gen (WLk) iiber den zugehorigen Wbrtleitungstreiber 
(D) das Potential der Wordeitung groSer als das Plat- 
tenpotentiai (VPP) zuzuglicb der Einsatzspannung 55 
(Vdi) der Auswauliransisioren (T) der SpeichcrzeLlen 
(MC) ist. 

12. Beuiebsvertalirun nach Anspruch 9 Oder 10 T bei 
dem die zweite Versorgungsspannung (Vext) so ge- 
wahlt wild, daB bei Aktivierung einer der WorUeitUn- GO 
gen (WLk) Uber den Zllgehdrigen WcrtleitUDgstreiber 
(D) das Poteutial der Wortleitung kleiner als das oder 
gleich dem FLatlenpotential (VPP) zuziigHch der Bin- 
satzspannung (Vth) der Ausw ah Itrans is toren (T) der 
Spoichorzcllen(MC)isL &5 
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